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[はじめに]：我々は高速・低温で塗布半導体を形成するために、マイクロ波を用いた高性能な酸化物半

導体の薄膜トランジスタ（TFT）の作製について検討を行っている。前回、ゾル・ゲル法で酸化物 TFTを作

製する場合、マイクロ波を用いて焼成することで、従来のオーブン焼成より飛躍的に短時間で作製できる

ことを報告した[1]。しかしながら実際に TFTの作製プロセスとして、上記の溶液を用いるには、パターニ

ング方法の自由度やマイクロ波の吸収効率の観点から、粘度を自由に調整するといったインク化の検討が

必要である。そこで本報では高粘度の前駆体インクを用いた場合の酸化物薄膜の構造とそれを用いて作製

した TFT 特性との相関について評価を行い、インク化における課題を抽出し、その解決法について検討を

行った。 

[実験方法]：酸化物半導体前駆体ゾルは、インジウム、ガリウム、亜鉛の各硝酸塩、尿素およびジエタ

ノールアミンを用いて合成した。その前駆体ゾルを酸化膜付シリコンウェハー上に形成したソース・ドレ

イン電極の上から塗布製膜し、5 分間空気中でマイクロ波加熱（2.45 GHz）焼成を行うことでボトムコン

タクトの TFT を作製した。TFT 特性は窒素雰囲気下で測定を行った。 

 [結果と考察]：酸化物半導体前駆体ゾルを 5分間焼成した膜の XRD

（X線回折）では前駆体ゾルの一部が酸化物として結晶化されてい

ることを確認した。その酸化物の組成を詳細に調べるために XPS

（X線光電子分光）の測定を行った。図 1はその XPSの O1sピーク

を示している。このピークを波形分離したところ三つのピークとし

て観察できた。530eVは金属に結合している酸素のピーク、531eVは

酸素欠陥が多い領域にある酸素（Ovac）のピーク、532eVは水酸化物（OH）

の酸素のピークとそれぞれ一致した[2]。この結果は膜中には多くの酸素欠陥が存在していることを示して

いる[3]。しかしながら、この薄膜を用いた TFT は、移動度は 10-2 cm2/Vs オーダーと低い値を示したもの

の、5分という短時間の焼成であるにも関わらずオフ電流は 10-12Aオーダーであり、オン・オフ比は 106を

示した。この結果は XPSで観察された酸素欠陥が全てオフ電流に関係していないことを示している。 
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